






























































专利名称(译) 薄膜晶体管阵列基板和液晶显示装置

公开(公告)号 CN104024933B 公开(公告)日 2016-05-25

申请号 CN201280053786.2 申请日 2012-10-24

[标]申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

当前申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

[标]发明人 居山裕一
吉冈孝兼
津田和彦

发明人 居山裕一
吉冈孝兼
津田和彦

IPC分类号 G02F1/1343 G09F9/30

CPC分类号 H01L27/1225 G02F1/134309 G02F1/136286 G02F2001/134372

优先权 2011239348 2011-10-31 JP

其他公开文献 CN104024933A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明提供一种可实现高速响应化和高透射率化的能够适用于三层电极
结构的液晶显示装置等且开口率大的薄膜晶体管阵列基板和具备它的液
晶显示装置。本发明的薄膜晶体管阵列基板为具有薄膜晶体管元件、栅
极总线和源极总线的薄膜晶体管阵列基板，其中，上述薄膜晶体管阵列
基板具有电极，上述电极包含第一电极和第二电极，上述第一电极包含
沿源极总线的线状部分，上述第一电极包含沿栅极总线的线状部分，沿
上述源极总线的线状部分的至少一个在俯视基板主面时，相对于沿栅极
总线的线状部分横向设置，在与栅极总线重叠的位置与薄膜晶体管元件
的漏极电极连接，上述第二电极为面状电极。
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